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(57)【要約】
相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造
（１００）はイオン注入領域（１２６，１２８）を２つ
の相補型素子の内の一方のみに含む。トランジスタ構造
（１００）は通常、化合物半導体基板（１０２）と、そ
してエピタキシャル層構造（１０４）と、を含み、エピ
タキシャル層構造は、エピタキシャル層構造の導電型を
決定する一つ以上のドナー層を含む。イオン注入領域は
、これらの相補型素子の内の一方に位置するエピタキシ
ャル層構造（１０４）の導電型を「反転する」または「
逆にする」ように作用する。例示として実施形態では、
ｐ型アクセプターをドープしたイオン注入領域がｐチャ
ネル素子（１２２）において使用され、ｎチャネル素子
（１２０）はイオン注入されない状態のままである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成されるｎチャネル素子と、
　前記半導体基板上に形成されるｐチャネル素子と、
　前記ｎチャネル素子または前記ｐチャネル素子の内の一方にのみ位置するイオン注入領
域とを備える相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項２】
前記イオン注入領域は前記ｐチャネル素子に設けられるとともにアクセプターをドープし
たイオン注入領域である、請求項１記載の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジ
スタ構造。
【請求項３】
前記半導体基板は化合物半導体基板である、請求項１記載の相補型金属－酸化膜－半導体
電界効果トランジスタ構造。
【請求項４】
前記半導体基板上に形成されるエピタキシャル層構造と、
　前記エピタキシャル層構造内に形成される少なくとも一つのドナー層とをさらに備え、
前記イオン注入領域は前記エピタキシャル層構造の導電型を反転するように作用する、請
求項１記載の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項５】
前記エピタキシャル層構造は前記半導体基板上に形成されるバッファ層と、前記バッファ
層上に形成されるチャネル層と、前記チャネル層上に形成されるスペーサ層とを含む、請
求項４記載の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項６】
前記少なくとも一つのドナー層は、前記バッファ層または前記スペーサ層の内の一方の内
部に形成される、請求項５記載の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造
。
【請求項７】
半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成されるエピタキシャル層構造と、
　前記エピタキシャル層構造内に形成され、かつ前記エピタキシャル層構造の導電型を決
定する少なくとも一つのドーパント層と、
　前記半導体基板上に形成されるｎチャネル素子と、
　前記半導体基板上に形成されるｐチャネル素子と、
　前記ｎチャネル素子または前記ｐチャネル素子の内の一方にのみ設けられるとともに前
記エピタキシャル層構造の前記導電型を反転させるように作用するイオン注入領域とを備
える相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項８】
前記ドーパント層はドナー原子を含み、前記イオン注入領域は前記ｐチャネル素子に設け
られるとともにアクセプターをドープしたイオン注入領域である、請求項７記載の相補型
金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項９】
前記ドーパント層はアクセプター原子を含み、前記イオン注入領域は前記ｎチャネル素子
に設けられるとともにドナーをドープしたイオン注入領域である、請求項７記載の相補型
金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項１０】
前記エピタキシャル層構造は前記半導体基板上に形成されるバッファ層と、前記バッファ
層上に形成されるチャネル層と、前記チャネル層上に形成されるスペーサ層とを含む、請
求項７記載の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項１１】
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前記少なくとも一つのドーパント層は、前記バッファ層または前記スペーサ層の内の一方
の内部に形成される、請求項１０記載の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジス
タ構造。
【請求項１２】
前記少なくとも一つのドーパント層は、前記バッファ層内に形成される第１ドナー層と、
前記スペーサ層内に形成される第２ドナー層とを含む、請求項１０記載の相補型金属－酸
化膜－半導体電界効果トランジスタ構造。
【請求項１３】
前記半導体基板は化合物半導体基板である、請求項７記載の相補型金属－酸化膜－半導体
電界効果トランジスタ構造。
【請求項１４】
半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成されるエピタキシャル層構造と、
　前記エピタキシャル層構造内に形成され、かつ前記エピタキシャル層構造の導電型を決
定する少なくとも一つのドーパント層と、
　前記エピタキシャル層構造及び前記半導体基板に設けられるとともに前記エピタキシャ
ル層構造の前記導電型を反転させるように作用する少なくとも一つのイオン注入領域とを
備える金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ。
【請求項１５】
前記導電型はｎ型であり、
　前記少なくとも一つのイオン注入領域は、ｐ型アクセプターをドープした少なくとも一
つのイオン注入領域を含む、請求項１４記載の金属－酸化膜－半導体電界効果トランジス
タ。
【請求項１６】
前記エピタキシャル層構造は前記半導体基板上に形成されるバッファ層と、前記バッファ
層上に形成されるチャネル層と、前記チャネル層上に形成されるスペーサ層と、を含む、
請求項１４記載の金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ。
【請求項１７】
前記少なくとも一つのドーパント層は、前記バッファ層または前記スペーサ層の内の一方
の内部に形成される、請求項１６記載の金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ。
【請求項１８】
前記少なくとも一つのドーパント層は、前記バッファ層内に形成される第１ドナー層と、
前記スペーサ層内に形成される第２ドナー層と、を含む、請求項１６記載の金属－酸化膜
－半導体電界効果トランジスタ。
【請求項１９】
前記半導体基板は化合物半導体基板である、請求項１４記載の金属－酸化膜－半導体電界
効果トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して半導体素子に関し、特に相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジ
スタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術には非常に多くの種々の相補型金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ（
ＭＯＳＦＥＴ）技術がある。例えば、化合物半導体に設けられるエンハンスメント型金属
－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ（ＥＭＯＳＦＥＴ）では、約４．６ｅＶの金属仕
事関数を有する標準の高融点金属ゲート、及びアンドープチャネルを使用してエンハンス
メントモード動作（正の閾値電圧及び負の閾値電圧がｎチャネル素子及びｐチャネル素子
にそれぞれ設定される）を行ない、そして自己整合ゲート方式でイオン注入を行なって、
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低抵抗のソースエクステンション及びドレインエクステンション、及びオーミックコンタ
クト領域を形成することができる。しかしながらこれまで、ｐチャネルＥＭＯＳＦＥＴし
か化合物半導体ＧａＡｓに形成することができなかった。ｎチャネルＥＭＯＳＦＥＴをＧ
ａＡｓに形成する場合、イオン注入ドナーを活性化するための７００℃を超える活性化温
度は、Ｇａ２Ｏ３－ＧａＡｓ境界の安定化にとって許容されない温度であり、使用するこ
とができない。Ｇａ２Ｏ３－ＧａＡｓ境界は７００℃以下の温度でのみ維持することがで
き、この境界は、イオン注入ドナーを活性化するためのアニールの間に７００℃を超える
温度により完全に破壊される。
【０００３】
　先行技術は化合物ＥＭＯＳＦＥＴ技術も含み、この技術では、約４．３～４．６ｅＶの
金属仕事関数を有する標準の金属ゲート、エンハンスメントモード動作（例えば、正の閾
値電圧がｎチャネル素子に設定される）を可能にするためにイオン注入により逆導電型に
なるように不純物が注入されるチャネル、及び低抵抗のソースエクステンション及びドレ
インエクステンション、及びオーミックコンタクト領域を形成するためのイオン注入を使
用する。ｎ型イオン注入領域はゲート酸化膜成長の前にアニールされるので、酸化膜－Ｇ
ａＡｓ境界は、注入イオンの活性化を行なっている間の高温の影響を受けることがない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、次のゲート酸化膜成長を露出半導体表面において行なう必要があり、こ
れによって欠陥が酸化膜－半導体境界に高い密度で生じる。欠陥密度が高いことによって
、目標性能の約１％の性能を示す素子しか形成することができず、素子をほとんど使用す
ることができなくなる。
【０００５】
　従って、ゲート酸化技術を適用することができる高性能の相補型半導体ＦＥＴ技術を提
供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一の実用的実施形態によれば、相補型金属－酸化膜－半導体ＦＥＴ構造はイオン注入を
一タイプの素子（ｎチャネル素子またはｐチャネル素子のいずれか）にのみ使用する。こ
の構造を使用して、１００オーム／□以下のシート抵抗が特定の使用温度範囲内で得られ
、これによって、特にゲート長が短い高性能素子が実現する。
【０００７】
　本発明の或る態様は、相補型金属－酸化膜－化合物半導体電界効果トランジスタ構造を
用いることによって一の形態として実現し、この構造は、化合物半導体基板と、基板上に
形成されるｎチャネル素子と、基板上に形成されるｐチャネル素子と、そしてこれらの素
子の内の一方にのみ位置するイオン注入領域と、を有する。
【０００８】
　更に、本発明の他の所望の機能及び特徴は、次の詳細な説明及び添付の請求項から、添
付の図及び前出の技術分野及び背景技術を参照することにより明らかになると思われる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下の詳細な説明は本質的に単なる例示として行なわれるのであり、本発明または本発
明の適用形態及び使用を制限するために行なわれるのではない。更に、本発明は、前出の
技術分野、背景技術、要約、または以下の詳細な説明において提示されるいずれの明示的
な、または暗示的な理論によっても制限されるものではない。
【００１０】
　図１は、本発明の例示としての実施形態に従って構成される相補型金属－酸化膜－化合
物半導体電界効果トランジスタ構造１００の断面図である。トランジスタ構造１００は通
常、半導体基板１０２と、半導体基板１０２上に形成されるエピタキシャル層構造１０４
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と、ゲート酸化膜層１０６と、オーミックコンタクト（参照番号１０８，１１０，１１２
，及び１１４によって示される）と、そしてゲート電極（参照番号１１６及び１１８によ
って示される）と、を含む。本発明の一の実施形態では、半導体基板１０２は化合物半導
体基板である。トランジスタ構造１００は２つの相補型素子、すなわち半導体基板１０２
上に形成されるｎチャネル素子１２０、及び半導体基板１０２上に形成されるｐチャネル
素子１２２を含む。素子分離は公知の方法を使用して、例えば酸素イオン注入領域１２４
によって行なわれる。トランジスタ構造１００は、イオン注入領域を２つの素子の内の一
方の素子にのみ用いる、すなわちｎチャネル素子１２０またはｐチャネル素子１２２のい
ずれかに用い、両方の素子に用いることはない。図示の実施形態では、注入イオン領域（
参照番号１２６及び１２８によって示される）はｐチャネル素子１２２に位置するが、ｎ
チャネル素子１２０はイオン注入が行なわれない状態のままである。
【００１１】
　更に詳細には、半導体基板１０２はＧａＡｓのようなＩＩＩ－Ｖ族化合物材料により形
成される。ＩＩＩ－Ｖ族材料を半導体装置の形成に使用する手法は公知であるので、この
ような材料の特性及び特徴の詳細についてはここでは説明しない。エピタキシャル層構造
１０４は１層ずつ化合物半導体基板１０２の上に成長させて化合物半導体ウェハ構造を形
成し、このウェハ構造に素子が配置される。図示の実施形態では、エピタキシャル層構造
１０４は化合物半導体基板１０２上に形成されるバッファ層１３０と、バッファ層１３０
上に形成されるチャネル層１３２と、そしてチャネル層１３２上に形成されるスペーサ層
１３４と、を含む。実用的実施形態では、ゲート酸化膜層１０６はスペーサ層１３４上に
成長させ、そしてＧａ２Ｏ３のようないずれかの適切な材料により、従来の方法を使用し
て形成することができる。ゲート酸化膜層１０６の上側表面はウェハ構造の上側表面であ
る。通常のエピタキシャル層構造１０４を図１に示すが、実際には別の構造を用いること
ができる。
【００１２】
　エピタキシャル層構造１０４の個々の層の各々は公知の技術及びプロセスを使用してエ
ピタキシャル成長させる。この点に関して、バッファ層１３０（ＧａＡｓのようないずれ
かの適切なＩＩＩ－Ｖ族材料により形成することができる）は化合物半導体基板１０２上
にエピタキシャル成長させ、チャネル層１３２（ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓのようないずれか
の適切なＩＩＩ－Ｖ族材料により形成することができる）はバッファ層１３０上にエピタ
キシャル成長させ、そしてスペーサ１３４（ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓのようないずれかの適
切なＩＩＩ－Ｖ族材料により形成することができる）はチャネル層１３２上にエピタキシ
ャル成長させる。各層の厚さは、所望の素子特性に従って選択されるので、適用形態ごと
に変えることができる。
【００１３】
　トランジスタ構造１００はまた、エピタキシャル層構造１０４内に形成される少なくと
も一つのドーパント層を含む。ドーパント層はドナー原子（ｎ型導電性を示す）またはア
クセプター原子（ｐ型導電性を示す）のいずれかを含むことができる。ドナー原子は化合
物半導体を用いる実施形態に好適である。図１はバッファ層１３０内に形成される第１ド
ナー層１３６、及びスペーサ１３４内に形成される第２ドナー層１３８を示している。実
際には、ドナー層はチャネル層１３２の上方、下方、そして／または内部に設けることが
できる（通常の素子には１つ、または２つのドナー層が使用され、かつドナー層がチャネ
ル層１３２の内部に設けられる構造は稀である）。各ドナー層１３６／１３８は、化合物
半導体基板１０２上に成長させるシリコン単分子層である。簡単に説明すると、バッファ
層１３０の一部分を成長させ、ドナー層１３６を第１部分上に成長させ、次にバッファ層
１３０の別の部分をドナー層１３６上に成長させる。同様の方法を使用してスペーサ層１
３４及びドナー層１３８を成長させる。少なくとも一つのドナー層によってエピタキシャ
ル層構造１０４の元来の導電型が決定される。例示としての実施形態では、ドナー層１３
６／１３８によってエピタキシャル層構造１０４の導電型がｎ型に決定される。
【００１４】
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　上に述べたように、イオン注入領域１２６／１２８は２つの相補型素子の内の一方にの
み形成される。例示としての実施形態では、イオン注入領域１２６／１２８は、ｐチャネ
ル素子１２２に位置し、かつｐ型アクセプターをドープしたイオン注入領域として形成さ
れ、ｎチャネル素子はイオン注入が行なわれない状態のままである。別の実施形態（図示
せず）では、層１３６／１３８にアクセプター原子を使用し、更にｎチャネル素子に位置
し、かつドナーをドープしたイオン注入領域を使用することができ、ｐチャネル素子はイ
オン注入が行なわれない状態のままである。イオン注入領域１２６／１２８は、エピタキ
シャル層構造１０４の本来の導電型を「反転する」または「逆にする」ように作用する。
例えば、アクセプターをドープしたイオン注入領域の場合、この導電型反転は、イオン注
入領域１２６／１２８のアクセプター原子がイオン化することによる正孔濃度が、ドナー
層１３６／１３８によって形成されるドナー原子がイオン化することによる電子濃度を上
回ることにより生じる。この例では、イオン注入領域１２６／１２８は、エピタキシャル
層構造１０４のｎ型の導電型を反転してｐチャネル素子１２２を形成するように作用する
。図１に示すように、イオン注入領域１２６／１２８は該当するオーミックコンタクト１
１２／１１４の下にだけでなく、ソースエクステンション及びドレインエクステンション
の内部にも位置することが好ましく、そしてチャネルイオン注入は行なう必要がない。別
の実施形態では、チャネルイオン注入は、素子の閾値電圧を調整する手段として行なうこ
とができる。
【００１５】
　ゲート電極１１６／１１８はゲート酸化膜層１０６上に形成されて、素子のゲートとの
電気的接続を可能にするゲートコンタクトとなる。好適な実施形態では、ゲート電極１１
６は大きな仕事関数を有する金属材料により形成される。大きな仕事関数を有するゲート
電極１１６に適する材料として、これらには制限されないが、白金及びイリジウムを挙げ
ることができる。オーミックコンタクト１０８／１１０／１１２／１１４も化合物半導体
ウェハ構造の上側表面の上に堆積することにより素子の適切なソースコンタクト及びドレ
インコンタクトとなる。実用的な例として、トランジスタ構造１００がインバータ回路を
表わす場合、オーミックコンタクト１０８はｎ型素子１２０のソースコンタクトとなり、
オーミックコンタクト１１０はｎ型素子１２０のドレインコンタクトとなり、オーミック
コンタクト１１２はｐ型素子１２２のソースコンタクトとなり、そしてオーミックコンタ
クト１１４はｐ型素子１２２のドレインコンタクトとなる。オーミックコンタクト１０８
／１１０／１１２／１１４に適する材料は先行技術において公知である。
【００１６】
　或る実用的実施形態では、ｎチャネル素子１２０の閾値電圧は正であり、そしてこの閾
値電圧は、エピタキシャル層構造１０４を適切な構造とすることにより、そしてゲート電
極１１６に適する材料（特定の仕事関数を有する）を選択することにより調整することが
できる。ｐ型素子１２２の閾値電圧は負であり、そしてこの閾値電圧は、ゲート電極１１
８に適する材料を選択することにより調整することができる。一の実用的実施形態によれ
ば、ｎチャネル素子１２０の閾値電圧が０．３ボルトに調整される場合、ｐチャネル素子
１２２の閾値電圧は、両方の素子に同じゲート金属を使用する場合に０．３ボルトからチ
ャネル層１３２のバンドギャップを減算した値に近似する値になる。トランジスタ構造１
００が１．２ｅＶのバンドギャップを有するＩｎ０．２Ｇａ０．８Ａｓから成るチャネル
層１３２を使用する場合、－０．９ボルトの閾値電圧がｐチャネル素子１２２に関して得
られる。ｐチャネル素子１２２に対する更に別の閾値電圧調整方法が、図２に関連して以
下に説明する本発明の別の実施形態において開示される。
【００１７】
　トランジスタ構造１００は幾つかの利点を有し、これらの利点は従来の素子構造を参照
しながら最も明瞭に説明することができる。或る従来構造は、化合物半導体を用い、かつ
エンハンスモードで動作する金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタを含み、このト
ランジスタは、ｎチャネル素子及びｐチャネル素子の両方に関して約４．６ｅＶの金属仕
事関数を有する標準の高融点金属ゲートと、ｎチャネル素子に正の閾値電圧、及びｐチャ
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ネル素子に負の閾値電圧を実現するアンドープチャネルと、そしてｐチャネル素子及びｎ
チャネル素子の両方に関する低抵抗ソース及びドレインエクステンションを形成するため
の自己整合ゲート方式によるイオン注入と、を使用する。トランジスタ構造１００がこの
ような構造よりも優れている利点は次のようである。ｎチャネル素子１２０においてｎ型
イオン注入領域の代わりにエピタキシャルドナー層１３６／１３８を用いることにより熱
処理回数が減り、かつ高機能ｎチャネルＭＯＳＦＥＴの形成が可能になり、従って高機能
相補型デバイス技術による製造が可能になる。本発明に従って構成される素子の最高処理
温度は、ｐチャネル素子１２２に位置するｐ型イオン注入領域１２６／１２８に必要な活
性化温度によって決定される。マグネシウム（Ｍｇ）のようなアクセプター不純物をドー
プしたイオン注入領域では、６００℃という低いアニール温度で、ｐチャネル素子１２２
の接続領域に必要なシート抵抗より小さい抵抗に相当する、最大１０１４ｃｍ－２以上の
シートキャリア濃度が実現する。従って、最高処理温度は、Ｇａ２Ｏ３－ＧａＡｓ境界の
安定性の維持が可能な最高温度よりも１００℃も下回る。
【００１８】
　イオン注入領域１２６／１２８のアクセプターを活性化させると、発生した正電荷が、
ｐチャネル素子１２２の接続領域におけるドナー層１３６／１３８によって生成される負
電荷を相殺してなお余る。更に、イオン注入がｎチャネル素子１２０に対して行なわれな
いことにより、高モル比のＡｌをＡｌｘＧａ１－ｘＡｓスペーサ層１３４に使用すること
ができ、このスペーサ層は、ＤＸセンター（これらのセンターは通常、ｘ＞０．２とする
場合のｎ型ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓに生じる）が無いことによりゲート酸化膜層１０６とチ
ャネル層１３２との間に挿入することができる。高モル比のＡｌｘＧａ１－ｘＡｓをスペ
ーサ層１３４に使用することにより利点が得られる、というのは、このスペーサ層によっ
て、酸化膜－エピタキシャル層境界に近接するゲート酸化膜層１０６に位置する界面トラ
ップによる影響が低減されるからである。高モル比のＡｌｘＧａ１－ｘＡｓをスペーサ層
１３４に使用することにより更に別の利点が得られる、というのは、このスペーサ層は、
電子及び正孔をｎチャネル素子１２０及びｐチャネル素子１２２のそれぞれに、より確実
に閉じ込めることができるからである。別の利点は、浅いエピタキシャルドナー層１３６
／１３８を使用することによって高アスペクト比が得られることであり、これによってト
ランジスタ構造１００がディープサブミクロン技術に適する構造となる。
【００１９】
　図２は、本発明の例示としての実施形態に従って構成される金属－酸化膜－半導体電界
効果トランジスタ構造２００の簡易断面図である。トランジスタ構造２００の多数の特徴
及び機能はトランジスタ構造１００と同じ、同様、または等価であるので、トランジスタ
構造１００についての上の記述の一部分がトランジスタ構造２００にも当てはまる。トラ
ンジスタ構造２００は通常、化合物半導体基板２０２と、化合物半導体基板２０２上に形
成されるエピタキシャル層構造２０４と、ゲート酸化膜層２０６と、オーミックコンタク
ト（参照番号２０８及び２１０によって示される）と、そしてゲート電極２１２と、を含
む。一の実施形態では、トランジスタ構造２００は化合物半導体基板２０２上に形成され
るｐチャネル素子２１４を含み、そしてｐチャネル素子２１４に位置するイオン注入領域
を利用する。
【００２０】
　化合物半導体基板２０２はＧａＡｓのようなＩＩＩ－Ｖ族材料により形成され、そして
エピタキシャル層構造２０４は化合物半導体基板２０２上に形成されるバッファ層２１６
と、バッファ層２１６上に形成されるチャネル層２１８と、そしてチャネル層２１８上に
形成されるスペーサ層２２０と、を含む。トランジスタ構造２００はまた、エピタキシャ
ル層構造２０４内に形成される少なくとも一つのドナー層を含む。図２は、バッファ層２
１６内に形成される第１ドナー層２２２と、そしてスペーサ層２２０内に形成される第２
ドナー層２２４と、を示している。上に記載したように、ドナー層（群）はエピタキシャ
ル層構造２０４の元来の導電型を決定する、例えば導電型をｎ型とするように作用し、そ
してイオン注入領域によってこの導電型を反転させる、または逆にする。この点に関して
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【００２１】
　例示としての実施形態では、イオン注入領域２２６は、ｐチャネル素子２１４に位置し
、かつｐ型アクセプターをドープしたイオン注入領域として形成される。イオン注入領域
２２６はエピタキシャル層構造２０４の元来の導電型を「反転させる」、または「逆にす
る」ように作用する。この導電型反転は、イオン注入領域のアクセプター原子がイオン化
することによる正孔濃度が、ドナー層のドナー原子がイオン化することによる電子濃度を
上回ることにより生じる。この例では、イオン注入領域２２６は、エピタキシャル層構造
２０４の導電型を反転してp チャネル素子２１４を形成するように作用する。図２に示す
ように、イオン注入領域２２６は該当するオーミックコンタクト２０８／２１０の下に、
かつソースエクステンション及びドレインエクステンションの内部に位置することが好ま
しい。更に、トランジスタ構造２００は、閾値電圧調整に使用されるチャネルイオン注入
領域２２８を含む。
【００２２】
　トランジスタ構造１００に関連して上に記載したように、ｐチャネル素子２１４の閾値
電圧はゲート電極２１２の材料の仕事関数によって調整することができる。更に、ｐチャ
ネル素子２１４の閾値電圧はゲート電極２１２を設けるためのリセスの深さ、及びアクセ
プターをイオン注入したチャネル領域２２８のドーズ量によって調整することができる。
例えば、ｐチャネル閾値電圧は、ゲート電極２１２を設けるためのリセスの深さを変える
ことにより、そして／またはアクセプターをイオン注入したチャネル領域２２８のドーズ
量を変えることにより、例えば－０．３ボルトに容易に調整することができる。ゲート電
極２１２を設けるためにリセスを形成する場合、ｐチャネル素子２１４の性能も向上する
。
【００２３】
　少なくとも一つの例示としての実施形態についてこれまでの詳細な記述の中に提示して
きたが、非常に多くの変形例が存在することを理解されたい。また、例示としての実施形
態、または例示としての複数の実施形態は単なる例示であり、決して本発明の技術範囲、
適用可能性、または構成を制限するものではないことを理解されたい。制限するというの
ではなく、これまでの詳細な記述によって、この技術分野の当業者は、例示としての実施
形態、または例示としての複数の実施形態を実施するために非常に役に立つ示唆を得るこ
とができる。種々の変更を構成要素の機能及び構成に、添付の請求項、及びこれらの請求
項の制定法上の均等物に示される本発明の技術範囲から逸脱しない範囲において加えるこ
とができることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】相補型金属－酸化膜－化合物半導体電界効果トランジスタ構造の概略を示す断面
図。
【図２】金属－酸化膜－化合物半導体電界効果トランジスタの概略を示す断面図。
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